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１．概要（Summary） 
サブマイクロ構造をもつ光学素子の実証評価のために、

構造の作製プロセスを確立することを目指した。 
構造体の材料となる a-Si は東北大学西澤潤一記念研

究センターの住友精密製PECVD装置にて成膜し、東京

大学のナノテクプラットフォーム設備を利用し、構造体の

パターニングを行った。一部自社の設備、プロセスも適用

した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高速大面積電子線描画装置、高速シリコン深掘りエッ

チング装置、汎用高品位 ICP エッチング装置 
【実験方法】 

4インチ石英基板上板上に、東北大学のPECVD装置

を利用してアモルファスSi(a-Si)を約800 nmの膜厚で成

膜した。またその上にエッチングマスクとして用いる Al を

自社設備にて 50 nm スパッタリング成膜した。 
a-Si のパターニングを実施するために、東京大学の設

備にて、電子線描画によりレジストマスクを形成した。レジ

ストマスクで直接 a-Si を加工したサンプルも試作するため、

Al 成膜した基板のほかに Al 未成膜の基板も用意した。

使用したレジストは、前者が日本ゼオン製 ZEP520A-7お

よび後者が ZEP520A で、膜厚はそれぞれ 200 nm と

400 nm 塗布し、描画したのちに現像してパターンを形成

した。 
Al成膜したサンプルはULVAC社製NE-550を使用し

た Cl2-BCl3 エッチングにより、レジストマスクのパターンを

Al に転写した。最後に、レジストマスクもしくは Al マスクを

介して、住友精密製 MUC-21 を利用して、a-Si 膜をボッ

シュプロセスによる深堀りドライエッチング加工した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Al 転写後のパターンの SEM 像を Fig. 1 に、a-Si をド

ライエッチした SEM 像を Fig. 2 に示す。ドットサイズを振

った試作パターンにおいて、レジストから Al マスクへの転

写は良好にできている。a-Si のエッチングにおいては、レ

ジストマスクでの直接エッチングはマスクの耐久性不足の

ためピラーの先端が細りがちで、Al マスクの方がより垂直

に近いエッチングが可能であった。 

 

Fig. 1 SEM image of patterned Al mask. 
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Fig. 2 SEM images of fabricated a-Si (a) /w resist 
mask and (b) w/ Al mask. 
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